






























玉 置 章 文
石 田 裕 信
大 窪 宏 明
加 藤 慶 徳
加 藤 良 文
鎌 倉 孝 信
河 合 洋一郎
国 原 昭 彦
柴 田 知 尋
島 田 勝 人
鈴 木 隆 司
永 井 芳 宏
中 山 秀 生
藤 田 一 彦
1. 高速電子線によるSi(111)表面での水素のイオン化
玉 置 章 文
1×10-5Tonの水素雰囲気中で加速電圧 10KVの電子線をSi(班)表面に入射したとき,
水素イオンの生成が観測され,その生成量には電子線入射視射角依存性がみられた｡
RHEEDの動力学的回折理論を用いてSi原子L殻分布領域での入射電子線の電子電流密度を
計算し,それによってこの水素イオン生成過程の説明を試みた｡
その結果,L殻分布領域での電子電流密度と水素イオン生成の相関はみられず,水素のイオ
ン化にSiIJ殻のホールは直接関与していないと考えられ,他の過程を考える必要があると推測
される｡
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